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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第４区分
【発行日】平成26年12月18日(2014.12.18)

【公開番号】特開2012-112043(P2012-112043A)
【公開日】平成24年6月14日(2012.6.14)
【年通号数】公開・登録公報2012-023
【出願番号】特願2011-244056(P2011-244056)
【国際特許分類】
   Ｃ２３Ｃ  30/00     (2006.01)
   Ｆ０１Ｄ   5/28     (2006.01)
   Ｆ０２Ｃ   7/00     (2006.01)
   Ｆ２３Ｒ   3/42     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ２３Ｃ  30/00    　　　Ｃ
   Ｆ０１Ｄ   5/28    　　　　
   Ｆ０２Ｃ   7/00    　　　Ｃ
   Ｆ２３Ｒ   3/42    　　　Ｃ

【手続補正書】
【提出日】平成26年11月4日(2014.11.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　高温バナジウム攻撃に対して耐性のバナジウム耐性皮膜系であって、
（ａ）超合金基材、
（ｂ）燃料の燃焼に起因する腐食性副生物による攻撃に対して耐性のボンドコートであっ
て、前記超合金基材上のＭＣｒＡｌＹからなる第１の層（式中、ＭはＮｉ、Ｆｅ、Ｃｏ及
びこれらの組合せからなる群から選択される元素である。）と、第１の層上の貴金属を含
む第２の層とを含むボンドコート、
（ｃ）ボンドコート上のセラミック皮膜であって、Ｙ3+よりも小さい原子半径を有する希
土類元素の陽イオンで安定化された酸化ジルコニウムを含んでいて、該陽イオンが前記元
素の酸化物を形成し、該酸化物がＹ3+よりも低いＶ2Ｏ5との生成エンタルピーを有してい
る、セラミック皮膜、及び
（ｄ）前記セラミック皮膜上の犠牲セラミック酸化物層であって、イットリアで安定化さ
れた酸化ジルコニウムと、Ｙ3+よりも大きい原子半径を有する希土類元素の陽イオンで安
定化された酸化ジルコニウムであって、該陽イオンが前記元素の酸化物を形成し、該酸化
物がイットリアで安定化された酸化ジルコニウムよりもＶ2Ｏ5による攻撃を受け易い、希
土類元素の陽イオンで安定化された酸化ジルコニウムとを含む犠牲セラミック酸化物層
を含む、バナジウム耐性皮膜系。
【請求項２】
　Ｙ3+よりも小さい原子半径を有する希土類元素がＹｂ3+、Ｌｕ3+、Ｓｃ3+及びＣｅ4+か
らなる群から選択される少なくとも１種の陽イオンを含む、請求項１記載のバナジウム耐
性皮膜系。
【請求項３】
　前記セラミック皮膜の酸化ジルコニウムが、５～１０重量％の量の、Ｙ3+よりも小さい
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原子半径を有する希土類元素で安定化されている、請求項１又は請求項２記載のバナジウ
ム耐性皮膜系。
【請求項４】
　セラミック皮膜の厚さが０．００７～０．０４０インチ（０．１８～１．０ｍｍ）であ
る、請求項１記載のバナジウム耐性皮膜系。
【請求項５】
　犠牲セラミック酸化物層が、２～２０重量％のイットリアで安定化された酸化ジルコニ
ウムと、４～１２重量％の量の、Ｙ3+よりも大きい原子半径を有する希土類元素の陽イオ
ンで安定化された酸化ジルコニウムを含んでいる、請求項１乃至請求項４のいずれか１項
記載のバナジウム耐性皮膜系。
【請求項６】
　犠牲セラミック酸化物層におけるＹ3+よりも大きい原子半径を有する希土類元素の陽イ
オンが、Ｌａ3+、Ｃｅ3+、Ｐｒ3+、Ｎｄ3+、Ｐｍ3+、Ｓｍ3+、Ｅｕ3+、Ｇｄ3+、Ｔｂ3+、
Ｄｙ3+及びＨｏ3+からなる群から選択される、請求項１乃至請求項５のいずれか１項記載
のバナジウム耐性皮膜系。
【請求項７】
　犠牲セラミック酸化物層におけるイットリアで安定化された酸化ジルコニウムが外表面
に開いた亀裂及び気孔を含んでおり、該亀裂及び気孔に、Ｙ3+よりも大きい原子半径を有
する希土類元素の陽イオンが侵入している、請求項１乃至請求項６のいずれか１項記載の
バナジウム耐性皮膜系。
【請求項８】
　外表面から０．０００１～０．０００５インチ（２．５～１３μｍ）の深さまでＹ3+よ
りも大きい原子半径を有する希土類元素の陽イオンが前記亀裂及び気孔に侵入している、
請求項４記載のバナジウム耐性皮膜。
【請求項９】
　犠牲セラミック酸化物層が、イットリアで安定化された酸化ジルコニウムと、Ｙ3+より
も大きい原子半径を有する希土類元素の陽イオンで安定化された酸化ジルコニウムとを共
堆積したものからなる、請求項１乃至請求項８のいずれか１項記載のバナジウム耐性皮膜
系。
【請求項１０】
　前記共堆積によって形成された犠牲セラミック酸化物層が、イットリアで安定化された
酸化ジルコニウムと、Ｙ3+よりも大きい原子半径を有する希土類元素の陽イオンで安定化
された酸化ジルコニウムとの均一組成を有する、請求項９記載のバナジウム耐性皮膜系。
【請求項１１】
　前記共堆積によって形成された犠牲セラミック酸化物層が、イットリアで安定化された
酸化ジルコニウムと、Ｙ3+よりも大きい原子半径を有する希土類元素の陽イオンで安定化
された酸化ジルコニウムとの傾斜組成を有する、請求項９記載のバナジウム耐性皮膜系。
【請求項１２】
　前記ボンドコートの第２層の貴金属が、Ｐｔ、Ｉｒ、Ｉｒ－Ｈｆ、Ｉｒ－Ｐｔ及びＰｔ
－Ｒｈからなる群から選択される、請求項１乃至請求項１１のいずれか１項記載のバナジ
ウム耐性皮膜系。
【請求項１３】
　前記ボンドコートの合計厚さが０．００２～０．０１５インチ（０．０５～０．３８ｍ
ｍ）である、請求項１乃至請求項１２のいずれか１項記載のバナジウム耐性皮膜系。
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